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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Режим усилителей по постоянному току и измерительные усилители.

Процессор CMX838 компании CML для аналогового радио.

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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5.10. Коэффициент обратной связи


Коэффициент обратной связи по напряжению в биполярном транзисторе в схеме с общей базой показывает, как изменится напряжение на эмиттерном переходе при единичном изменении напряжения на коллекторном переходе при условии, что ток эмиттера поддерживается постоянным. 




Ненулевое значение коэффициента обратной связи также обусловлено эффектом Эрли. Аналогично, как и для коллекторного напряжения распишем цепочку, оказывающую взаимосвязь параметров.


Требование постоянства эмиттерного тока Iэ = const для биполярного транзистора при диффузионном механизме переноса носителей через базу обуславливает постоянство градиента концентрации инжектированных носителей dp/dx = const. При увеличении напряжения на коллекторе Uк увеличивается ширина обедненной области lp-n коллекторного p-n перехода, что вызывает уменьшение ширины квазинейтрального объема базы W. Это в свою очередь влечет за собой уменьшение концентрации инжектированных носителей рn(0) на границе эмиттерного перехода (так как градиент dp/dx должен оставаться постоянным). Поскольку концентрация инжектированных дырок на границе эмиттерного перехода [рn(0)= p0eβUэ] определяется напряжением на эмиттере, то ее уменьшение возможно только при уменьшении напряжения Uэ на эмиттере. 



Рис. 5.13. Влияние эффекта модуляции ширины базы БТ на концентрацию неосновных носителей на границе эмиттер - база


Таким образом, если поставлено условие (Iэ = const, dp/dx = const), то при увеличении коллекторного напряжения Uк должно происходить уменьшение эмиттерного напряжения Uэ. 


Физически наличие обратной связи по напряжению в биполярном транзисторе в схеме с общей базой обусловлено эффектом модуляции ширины базы.


Получим выражение для коэффициента обратной связи. Поскольку , то . Учтем, что , так как градиент постоянен. Зависимость ширины базы от напряжения на коллекторе dW/dUк  была получена ранее. Тогда




Следовательно, выражение для коэффициента обратной связи по напряжению μэк в биполярном транзисторе в схеме с общей базой в зависимости от конструктивно-технологических параметров имеет следующий вид:


   (5.26)

Подставив те же параметры биполярного транзистора, что и в предыдущем примере, получаем μэк = -1,1·10-5. Знак "-" в выражении для μэк означает, что при увеличении напряжения на коллекторе Uк происходит уменьшение напряжения на эмиттере Uэ.
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     Алексей пишет...

     Перезвоните мне пожалуйста 8(812) 200-42-95 Алексей.

     24/08/2019 05:34:57




     
     
     

	
     
     GreenWebf947 пишет...

     Привет! Скажите пожалуйста, в чем причина не получается прочесть новые добавленые посты!?, при клике по ссылки всплывет окошко в котором ошибка "403" :(  уже как целый день эта проблема...

     27/09/2019 05:20:10




     
     
     

	
     
     WestGetq383 пишет...

     Здравствуйте! Меня зовут Eвгeний, у меня к вам делoвoе прeдлoжениe, я маркeтoлог по oбрaзoванию, зaнимaюсь прoдвижением 12 лет (чаcтник, рaбoтaю пo договoру И.П.), хoтел бы предложить Вaм свoи услуги по увeличению целeвых пoceтителей Вашегo сaйта и рoстa продаж Ваших услуг и тoваров. 

Портфoлиo c позициями и работами пo моим прoектам, предоcтавлю пo зaпрoсу. 

Гарантирoванно увеличениe продaж, целeвых пoсeтитeлей и клиeнтoв уже чeрез 2-3 меcяцa. 

cтoимоcть прoдвижения oт 10 000 руб. 

Работаю только бeлыми мeтодaми! 

По мимо продвижения, занимаюсь созданием сайтов, поддержкой сайтов, дизайном и редизайном имеющегося. 

Полный перечень услуг, Вы можете посмотреть на моем сайте: http://svoilydi.ru/ 

Если будут вoпросы, пишитe на пoчту или пoзвoните, раcскaжу  подрoбнo o cвоих уcлугах. 

Мой контактный телефон для связи: +7-915-074-59-08 Email: info@svoilydi.ru 

Прошу прoщениe ecли oтвликаю или Вaм нe интeреснo!

     30/09/2019 17:25:12




     
     
     

	
     
     DarzRummkj пишет...

     Здравствуйте! 

Мы работаем на рынке почтовых услуг более 20 лет, индивидуальный подход к каждому заказчику, собственные производственные мощности, что позволяет нам, предоставлять наши услуги, на более выгодных условиях! 

Организовываем: упаковку, маркировку, печать, подготовку почтовых форм и документов, почтовые рассылки. 

Отправляем: письма, бандероли, посылки, он-лайн посылки, 1 класс. 

Отправки из Москвы. 

Если у вас есть потребность в подобных услугах, пишите по адресу sales@r-post.ru либо звоните по тел. 8 495-646-10-92. Будем рады сотрудничеству. 

 

С уважением,Ольга Крестьянинова. 

Компания "РусПост" 

https://www.r-post.ru

     01/10/2019 20:41:33




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
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	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:
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